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【背景】スキルミオンと呼ばれるナノスケールの磁気構造について、駆動や生成・消滅の制御に

関する研究が進められている[1]。スキルミオンが現れる系として、多くの関心を集めてきたカイ

ラルな結晶構造をもつ磁性体の他に、界面の反転対称性の破れに起因した Dzyaloshinskii-Moriya

相互作用を有するヘテロ構造も考えられる[2]。最近、強いスピン軌道相互作用を有する SrIrO3と

強磁性体 SrRuO3 からなる酸化物ヘテロ構造において、スキルミオン形成が報告された[3]。本研

究では、このヘテロ構造への電場印加により磁気輸送特性やスキルミオン密度の変調を試みた。 

【実験と結果】 パルスレーザー堆積法により SrTiO3(基板) / SrIrO3 / SrRuO3ヘテロ構造を作製し、

磁気輸送特性を評価した。SrRuO3層の薄い領域では磁化が反転する付近でスキルミオンに由来す

るトポロジカルホール効果(THE)が観測された(Fig. 1(a))。バックゲート構造により電場を印加す

ると、金属では初めて電界効果による異常ホール効果(AHE)の符号反転が観測された(Fig. 1(b))。

さらに、トポロジカルホール効果の大きさも初めて電界効果により変調された(Fig. 1(c))。これは、

スキルミオン密度が電場変調されたことを示しており、電界効果というスピントロニクス応用上

重要な手法が、界面に誘起されるスキルミオンの制御に適用可能であることを示している。 
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Fig. 1: (a) AHE (blue) and THE (orange) contributions in Hall signal of a SrIrO3 (SIO) / 

SrRuO3 (SRO) heterostructure. Corresponding spin textures are shown. (b) Sign inversion 

of AHE and (c) modulation of THE by electric field effect.  
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